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エネルギー消費の中で電力化率が大きく高まる今後の

社会において、パワー半導体の低損失化、高性能化によ

る電力損失の低減は低炭素社会の実現に向けて重要で

ある。現在、パワー半導体としては主にSiが使用されてい

るが、低電力損失、高耐圧性が期待される物性を持つ

SiC は新たなパワー半導体材料として期待されている。 

１．概要（Summary） 

本課題は、SiC の高品質化、高機能化を目指したもの

であり、その取り組みの一つとして Al と N の同時ドーピン

グを用いたバルク結晶成長による低抵抗 SiC の作製を試

みている。そのような手法で作製した結晶試料中に実際

にドーピングされた量を把握することを目的として産業技

術総合研究所ナノプロセシング施設（NPF）の設備を利

用して元素分析を行った。 
 

同時ドーピングを用いて成長させた p 型 SiC 基板中の

Al と N の濃度測定を行った。成長は Al の供給量を段階

的に変化させた条件で行っており、成長条件ごとの Al,と
N 濃度の関係を調べた。 

２．実験（Experimental） 

装置は二次イオン質量分析装置 PHI-ADEPT1010 
（アルバック・ファイ製）を用いた。 

 

Fig.1 に測定した試料断面（1-100）および Al、N 濃度

を示す。結晶成長は窒素流量一定の条件の下、段階的

に Al 分圧が大きくなるような条件で行った。 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

成長前半である下の 2 層においては Al 濃度、N 濃度

ともに大きく変化しておらず、一方 3 層目においては両濃

度の増加が見られる。また、この時 3 層目では結晶の多

形が 4H から 6H に変わってしまっている。 
 

これらの結果からは、p 型成長においては Al 分圧が増

加すると、多形安定性が 6H 優勢の状態になることが示唆

される。Al 固溶量が 3 層目にて一定量増加しているのは、

Al 分圧増加と多形の変化の両方が影響していると考えら

れ、また Al 固溶量が増加することにより N 固溶量も増加

する傾向が見られる。 
今回見られた 4H から 6H への多形変化とその際の

Al,N 濃度との関係性は、低抵抗 4H-SiC 結晶成長を安

定的に行うためのパラメータの一つとなり得ると考えてい

る。 
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Fig. 1 Cross-section image of the growth 
crystal, and the result of SIMS. 


